Conferinta stiintificd nationald cu participare internationald
»Integrare prin cercetare si inovare”, USM, 10-11 noiembrie 2020

PROCESE DE GENERARE-RECOMBINARE A
PURTATORILOR DE SARCINA DE NEECHILIBRU iN
COMPOZITUL Ga;03/Ga.Ses ST IN STRUCTURILE
MICROLAMELARE S Ga,03/GaSe

Veaceslav SPRINCEAN, Liliana DMITROGLO,
Elmira VATAVU, Mihail CARAMAN
CZU: 621.3 sprincean@gmail.com

Compusul B-Gaz03 este un semiconductor de tip n cu banda interzisa
larga (4,8+4,9) eV, temperaturd inaltd de solidificare (~1800°C) si cu
stabilitate a proprietatilor fizice la temperaturi Inalte. Temperatura
inalta de solidificare impune cerinte speciale fata de tehnologiile de
obtinere. La aceste temperaturi, are loc impurificarea materialului prin
difuzia componentelor din si in containerele cu materialul sintezat. in
lucrare se face o analizd a proceselor optice, fotoluminescente si
fotoelectrice ale compozitului format din micro- si nanocristalite de B —
Ga0s 51 de GazSes, si a heterostructurilor microlamelare n-f-Ga,Os —
p-GaSe. Compozitul B-Ga03/GaySes, cat si microstructurile f3-
Ga,03/GaSe au fost obtinute prin tratament termic (TT) in aer a lamelor
GaSe la temperatura de 700°C si 900°C. Ca rezultat al tratamentului
termic 1n aer a lamelor de GaSe la temperatura de 700°C, se obtine un
compozit din nanocristalite de 3-Ga>0s si Ga»Ses pe suport de GaSe pe
cand structurile n-B-Ga,0s/p-GaSe se obtin la temperatura de 900°C.
Datorita faptului ca legaturile de valenta la suprafata (0001) a lamelor
de GaSe sunt inchise, initierea germenilor de formare a cristalitelor 3-
Ga,0s are loc pe muchiile lamei. Astfel au fost obtinute heterojonctiuni
2D cu grosimi de cateva impachetari de tipul Se-Ga-Ga-Se. Au fost
studiate spectrele de absorbtie 1n regiunea marginii fundamentale a
compozitului B-Ga,0s-Ga,Ses, din care s-au determinat caracterul
tranzitiilor optice si largimea benzii interzise In micro si nanocristalitele
de B-Ga:03 si GazSes, egale cu 4,76 eV si, respectiv, cu 2,1 eV la
temperatura camerei.

Intervalul minim dintre maximul benzii de valenta care se gaseste in
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STIINTE ALE NATURII SI EXACTE

Fizica si inginerie

centrul zonei Brillouin (I'), si minimul benzii de conductie (punctul M)
este de 4,70+4,76 eV, pe cand intervalul energetic dintre extremitatile
benzilor de valenta si conductie in punctul I este cu ~35 meV mai mare.
Spectrul FL la excitare cu radiatia lampii de Xe cu A=205 nm contine
doud benzi cu maxime conturate la lungimea de unda 390 nm si

590 nm. Spectrul FL al compusului p-Ga;Os /Ga,Ses si al
heterostructurilor n-p-Ga,Oz — p-GaSe se interpreteaza ca anihilarea
radiativa a excitonilor si recombinarea de tipul D-A. Din analiza
curbelor de relaxare a FL, au fost determinati timpii de relaxare t1, T2 51
T3. S-a stabilit ca heterojonctiunile n-f-Ga,Oz — p-GaSe la excitarea
stratului B-Ga,O3; manifesta fotosensibilitate la lungimile de unda emise
de lampa cu arc in vapori de Hg (A1=254 nm, A,=248 nm, A3=238 nm).
Din analiza spectroscopicd se determind diagrama nivelelor prin care
recombina purtatorii de sarcind de neechilibru in cristalitele de f-Ga»Os
si GaySes din compozit.

Cercetarile au fost efectuate in cadrul Proiectului nr. 20.80009.5007.12.
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